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Das Interesse an einkristallinen Germanium/Zinn (Ge/Sn)-Legierungen nimmt in
der Mikroelektronik sehr stark zu. Dabei stehen vor allem der optoelektronische
und der Hochfrequenzaspekt im Vordergrund. So nimmt die optische Empfind-
lichkeit von Ge-pin-Photodetektoren vor allem im nahen Infrarotbereich durch
Beimischungen von Sn zu, ab einer Sn-Konzentration von 10 % soll es sogar zur
Ausbildung eines direkten Halbleiters kommen. Am IHT wurden kirzlich erste,
sehr vielversprechende Ge-pin-Photodetektoren mit einer Sn-Beimischung von
0,5 % hergestellt, die eine Erhohung der optischen Empfindlichkeit im nahen
Infrarot zeigen. Um weitere Verbesserungen zu erhalten, ist es notwendig, be-
sonders die Herstellung einer einkristallinen Ge/Sn-Legierung zu untersuchen.
Die Wachstumsmethode der Wahl ist dabei die am IHT etablierte Niedertempe-
ratur-Molekularstrahlepitaxie (MBE). Der Einbau von Sn in Ge ist sehr schwierig,
da das Sn-Atom dazu neigt, beim Wachstum eher auf der Oberflache aufzu-
schwimmen als in den Ge-Kristall eingebaut zu werden. Um dies zu unter-
driicken, kann der Sn-Einbau mit Hilfe von beschleunigten lonen (Sekundar-
ionenimplantation) erfolgen, die in der MBE-Anlage im Elektronenstrahlver-
dampfer durch ElektronenstéRe immer auch erzeugt werden.

Ge-Molekulorsrat Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist die Un-
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tersuchung des Einbaus von Sn in Ge
durch Sekundarionen. Dies soll stets im
Vergleich mit Ge/Sn-Legierungen erfolgen,
die mit einem Tieftemperaturwachstums-
schritt hergestellt wurden (vor allem im
Hinblick auf maximalen Sn-Einbau, Gleich-
formigkeit, Kristallschaden usw.) Dabei un-
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schichtanalytischen Untersuchungen, wie
Abbildung: Erzeugung der Sekundirionenin  i-Ramanspektroskopie, Ellipsometrie, Ras-
einem Elektronenstrahlverdampfer. terkraftmikroskopie, Vierspitzenmesstech-
nik.
Sie erhalten in dieser Bachelorarbeit einen umfassenden Einblick in das Ver-
fahren der MBE, schichtanalytischen Methode, sowie elektrische bzw. optische
Messtechniken an Halbleiterlegierungen.

Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Jens Werner, ETIT Il, Raum 1.409, ‘ii'

E-Mail: werner@iht.uni-stuttgart.de, Tel.: (0711) 685-68008



